Исследования оптических свойств пористого GaAs, полученного на предварительно обучённых подложках
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В настоящее время структуры, получаемые на арсениде галлия, представляют большой интерес, основное преимущество GaAs перед Si – более высокая скорость и подвижность носителей заряда. Этим объясняется быстродействие GaAs-транзисторов, которые занимают главенствующее положение в СВЧ электронике. Особенности конструирования элементной базы на арсениде галлия и его уникальные свойства определяют также высокую радиационную стойкость приборов и схем на его основе [1].

Целью данной работы является исследование оптических свойств облучённых пористых структур полученных методом электрохимического травления в гальваностатическом режиме на предварительно облучённых подложках. 

В качестве подложек применялся n-GaAs <100> предварительно обработанный тормозным ускорителем электронов бетатрона Саратовского государственного университета [2] при максимальной энергии Eγmax ~25 МэВ. Для этого они помещались в центре пучка γ-излучения на расстоянии 75 см от платиновой тормозной мишени. Доза облучения подложек составила 0, 30, 40 и 200 кР. После облучения пористый GaAs (por-GaAs) получали на предварительно очищенных подложках при плотности тока 20 мА/см2 в течении 15 минут в электролите 48% HF:C2H5OH в соотношении 1:1.

Оптически свойства por-GaAs исследовались на спектрофотометре СФ-56 с помощью приставки зеркального отражения в диапазоне длин волн от 400 до 1100 нм. В данной работе изучалась спектральная зависимость коэффициента зеркального отражения при комнатной температуре (рис. 1).
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Рис. 1 Спектральная зависимость  коэффициента зеркального отражения исследуемых образцов: а) облученные подложки; б) por-GaAs. 

Спектральная зависимость коэффициента зеркального отражения полученных структур por-GaAs позволяет достаточно уверенно говорить о влиянии дозы облучения на оптические свойства исследуемых слоёв.
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